
Práce se zabývá p°ípravou UHV aparatury umoº¬ující m¥°ení skenovacím
tunelovýmmikroskopem p°i nízkých teplotách a studiem jednorozm¥rných hliníkových
struktur na povrchu Si(100)2 × 1. Byla provedena kalibra£ní m¥°ení depoz-
i£ní rychlosti Al z p°ipraveného vypa°ovadla, teploty k°emíkového substrátu
p°i ºíhání a pr·b¥hu teploty chladicího vým¥níku kryopanelu p°i chlazení ka-
palným dusíkem. Bylo provedeno m¥°ení pomocí STM p°i teplot¥ 60°C a po-
zorovány hliníkové °etízky na k°emíkovém povrchu. Byly vyhodnoceny jejich
délky a tvary a vytvo°ena rozd¥lení délek °etízk· p°i r·zných teplotách vy-
cházející z d°ív¥j²ích m¥°ení. Pozorovaná rozd¥lení byla uvedena do souvislosti
s probíhajícími fyzikálními d¥ji.
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